Доклады с Второй российско-белорусской научно-технической конференции 

«Элементная база отечественной радиоэлектроники: импортозамещение и применение» им. О. В. Лосева
для публикации в журнале «Наноматериалы и наноструктуры — XXI век»
	№
	Название доклада
	Авторы доклада
	Структуры

	1
	Электротранспортные свойства композита 
сверхпроводник-ферримагнетик во внешнем 
магнитном поле
	член-корр. НАНБ Гурский Л.И.1, 

к. ф.-м. н. Каланда Н.А.2, к. ф.-м. н. Соболев Н.А.3, Ярмолич М.В.2  
	1 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск; 

2 ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», Минск;
3 Universidade de Aveiro,  Portugal 

	2
	Критические свойства антиферромагнитной модели Изинга 

на квадратной решётке с взаимодействиями следующих ближайших соседей
	чл.-корр. РАН А.К. Муртазаев1,2, 

к. ф.-м. н. М.К. Рамазанов1,

 к. ф.-м. н. М.К. Бадиев1
	1 Институт физики им. Х. И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала;

 2 Дагестанский государственный университет,  Махачкала

	3


	Анализ электрофизических параметров элементной базы субмикронных ИМС с использованием четырехзондового наноманипулятора 


	А.Н.Петлицкий, Д.В.Жигулин,
А.К.Панфиленко,Т.В.Петлицкая,
член-корр. НАНБ В.А. Пилипенко, В.А.Солодуха, В.А. Филипеня, С.В.Шабалина,С.В.Шведов
	ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск

	
	Исследование методом ИК-Фурье спектрометрии пространственного изменения кинетики преципитации кислорода в кремнии в процессе изготовления ИМС


	А.Н.Петлицкий, Т.Н.Ещик, Н.А.Крекотень, А.К.Панфиленко,
Т.В.Петлицкая, В.А.Солодуха, С.В.Шведов
	

	4
	Создание напряженных и сильно легированных слоев германия для кремниевой оптоэлектроники
	к.ф.-м.н. Баталов Р.И.1, 
д.ф.-м.н. Баязитов Р.М.1, 
к.ф.-м.н. Ивлев Г.Д.2
	1 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 

Казанского научного центра РАН;  

2 Белорусский государственный университет, Минск


	№
	Название доклада
	Авторы доклада
	Структуры

	5
	Исследование кинетики кристаллизации тонких плёнок Ge2Sb2Te5 в устройствах фазовой памяти
	д. х. н. Козюхин С. А. ¹, 

д. т. н. Шерченков А. А. ², 

к. ф.-м. н. Чигиринский Ю. И.³, Бабич А. В. ², 

к. т. н. Лазаренко П. И. ², 

д. т. н. Тимошенков С. П. ², 

к. х. н. Бойцова О. В.¹
	¹ Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, Москва; ²Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Зеленоград; ³ Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского

	6
	Масс-спектрометрическая комплексная методика исследования полевых и термических свойств нанокомпозиционных материалов
	к. ф.-м. н. Попов Е. О., к. ф.-м. н. Колосько А. Г., Филиппов С. В., Романов П. А., Федичкин И. Л.
	Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

	7
	Применение метода ИК-спектроскопии для 

определения углекислого газа в моносилане
	Аношин О. С. 1, к. х. н. Котков А. П. 1, к. х. н. Гришнова Н. Д. 1, д. х. н. Сенников П. Г. 2, Скосырев А. И. 1
	1ОАО «НПП «Салют», Нижний Новгород; 2 Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых РАН, Нижний Новгород

	8
	Глубокая очистка четырёххлористого кремния и трёххлористого мышьяка для микроэлектроники 

методом периодической ректификации
	д.х.н. Родченков В. И.1, 

к.х.н. Котков А.П.2, 

Исаев Д. В. 2
	1 Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород; 2 ОАО «НПП «Салют», Нижний Новгород
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